          المركز الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوف – ميلة

معهد العلوم الدقيقة و التكنولوجيا                                                                      المدة: ساعة و نصف      
السنة الأولى ST                                                                                        2023
	امتحان في مقياس بنية المادة 
التمرين 1: 

.   

بالنسبة لذرة :
1- أكتب التفاعل الذي يؤدي إلى الهيدروجينويد الموافق.
2- أحسب طول الموجة λ و التغير في الطاقة  للخط الأول في سلسلة باشن.
3- أحسب طاقة التأين لهذا الهيدروجينويد في حالته الأساسية.
يعطى:                                   RH =1,079 107 m-1

التمرين 2:
A،B ،C،D  عناصر تملك في بنيتها الالكترونية (توزيعها الالكتروني) إلكترونا عازبا واحدا حيث:
· [bookmark: _GoBack]A وB يملكان إلكترونا عازبا في الطبقة الفرعية l=0 و عدد الكتروناتهما أقل من 4.
· C و D يملكان إلكترونا عازبا في الطبقة الفرعية l=1 و عدد الكتروناتهما أقل من 10.
1- أكتب التوزيع الالكتروني لهاته العناصر و مثله باستعمال الخانات الكمية، مع العلم أن: 

2- قارن بين العنصرين A و B من حيث تزايد نصف القطر(rn).
3- قارن بين العنصرين C وD من حيث تزايد الكهروسالبية (En).
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